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-dotierte MAPS durch 1B + nihermisch = “Li + o + 3MeV beschadigt?

Der CBM Mikro Vertex Detektor (MVD)

Frage: Werden P

Bor

Theorie: Berechne Schaden auf Basis der durch Strahlung erzeugten
Fehlstellen im Silizium => Theoretischer Hartefaktor.
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Experiment: Vergleiche Strahlenschaden => Empirischer Hartefaktor
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Antwort: Faktor ~100 starker als N-dotiertes Silizium.
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